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Mitsubishi Electric enviara muestras de Full-SiC y de Hybrid-SiC SLIMDIP
Los primeros modulos SiC de la serie SLIMDIP ofrecen alto rendimiento y baja pérdida de potencia

para electrodomésticos de ahorro energético
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Full SiC SLIMDIP (PSF15SG1G6)
con el mismo perfil que el Hybrid SiC SLIMDIP (PSH15SG1G6)

TOKIO, 15 de abril de 2025 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) anunci6 hoy que comenzara

a enviar muestras de dos nuevos modulos semiconductores de potencia de la serie SLIMDIP para aires
acondicionados domésticos y otros electrodomésticos, el SLIMDIP de SiC completo (carburo de silicio)
(PSF15SG1G6) y el Hybrid SiC SLIMDIP (PSH15SG1G6), el 22 de abril. Ambos modulos, las primeras
versiones de SiC de la serie SLIMDIP de médulos compactos con terminales optimizados de la empresa,
consiguen un excelente rendimiento y una reduccion de la pérdida de potencia para ahorrar energia en
electrodomésticos de pequefia a gran capacidad. Se exhibiran en la Power Conversion Intelligent Motion
(PCIM) Expo & Conference de 2025 en Nuremberg, Alemania, del 6 al 8 de mayo, asi como en ferias

comerciales en Japon, China y otros paises.

El chip transistor de efecto de campo de 6xido metalico de carburo de silicio (SiC-MOSFET) recientemente
desarrollado por Mitsubishi Electric esta incorporado en ambos nuevos paquetes SLIMDIP. Estos nuevos
modulos de SiC logran una mayor salida para electrodomésticos de mayor capacidad, en comparacion con los
moédulos SLIMDIP actuales de transistores bipolares de puerta aislada de conduccion inversa (RC-IGBT)

basados en silicio (Si). Ademas, la pérdida de energia se reduce en un 79%!' con el Full SiC SLIMDIP y en un
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47%' con el Hybrid SiC SLIMDIP para electrodomésticos mas eficientes energéticamente. Con estos dos

nuevos moédulos, ademas de los modulos SLIMDIP RC-IGBT basados en Si existentes, la serie SLIMDIP

ahora ofrece tres opciones para usar en placas inversores de electrodomésticos tales como aires acondicionados

domésticos, cada una adaptada a necesidades especificas de capacidad eléctrica y rendimiento, pero todas

ofrecidas en el mismo paquete para ayudar a reducir la carga del disefio de sustratos inversores.

Caracteristicas del producto

D

2)

3)

El primer SiC-MOSFET de la serie contribuye a una mayor potencia para inversores de gran

capacidad en electrodomeésticos

Un chip SiC-MOSFET recientemente desarrollado y optimizado para el paquete SLIMDIP logra una
mayor salida que el actual SLIMDIP RC-IGBT basado en Si como el primer médulo semiconductor

de potencia SiC SLIMDIP para electrodomésticos de gran capacidad.

El modulo Full SiC SLIMDIP reduce la pérdida de energia en un 79 % para lograr electrodomésticos

mds eficientes energéticamente

El nuevo SiC-MOSFET, adaptado al tamafio del chip y a las caracteristicas del Full SiC SLIMDIP,
reduce la pérdida de potencia en un 79 %' en comparacion con los modulos actuales basados en Si
para electrodomésticos mas eficientes energéticamente. Cuando se utiliza en el circuito inversor de un

compresor de aire acondicionado, reduce el consumo energético anual en un 80 %.?

El médulo Hybrid SiC SLIMDIP reduce la pérdida de potencia en un 47 % gracias a SiC-MOSFET y
RC-IGBT

La integracion de un SIC-MOSFET y un RC-IGBT en un unico médulo semiconductor de potencia,
una novedad en la industria® para electrodomésticos, permite que el Hybrid SiC SLIMDIP reduzca la
pérdida de potencia en un 47 %' en comparacion con los modulos actuales basados en Si. Cuando se
utiliza en el circuito inversor de un compresor de aire acondicionado, reduce el consumo energético
anual en un 41 %?2.

El Hybrid SiC SLIMDIP, que monta y conecta multiples elementos en el paquete SLIMDIP, es el
primer modulo para electrodomésticos de la industria® que logra el uso en paralelo de un SiC-
MOSFET (caracteristicas de bajo voltaje en estado encendido a bajas corrientes) y un Si RC-IGBT

(conduccion de alta corriente) en un circuito integrado (CI) de accionamiento.

I Basado en simulaciones de Mitsubishi Electric: Vcc=300V, fc=5kHz, PF=0.8, M=1, fo=60Hz, modulacién trifasica.
2 Comparacion con SLIMDIP-L. Se asumen las horas de funcionamiento seglin la norma JIS C9612 para cuatro modos basicos

de aire acondicionado (refrigeraciéon nominal, refrigeracion intermedia, calefaccion nominal y calefaccion intermedia).
Condiciones de funcionamiento estimadas por Mitsubishi Electric.
3 A partir del 15 de abril de 2025, segin la investigacion de Mitsubishi Electric.
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Especificaciones principales

Producto Full SiC SLIMDIP Hybrid SiC SLIMDIP

Tipo PSF155G1G6 PSH15SG1G6

Chips de potencia . .
SiC MOSFET SiC MOSFET+RC-IGBT

incorporados

Tension nominal 600 V

Corriente nominal 15A
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Tension de aislamiento 2000 Vrms
Dimensiones
32,8x 18,8 x 3,6 mm
(Anch. x Prof. x Alt.)
Envios de muestras 22 de abril de 2025
Concienci
onerencla Cumplimiento de la directiva RoHS* 2011/65/UE y (UE) 2015/863
medioambiental

4 Restricciones a la utilizacién de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos.
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Antecedentes

Para lograr una mayor descarbonizacion, esta creciendo la demanda de semiconductores de potencia que
conviertan eficientemente la energia en los electrodomésticos, como los inversores que controlan los
compresores y ventiladores de los aires acondicionados y las lavadoras. En todo el mundo se estan adoptando
inversores de ahorro energético para electrodomésticos y, en Japon, se estan reforzando las regulaciones de
ahorro energético para los electrodomésticos. Se espera que la demanda de semiconductores de potencia mas

eficientes que contribuyan a la eficiencia del inversor siga creciendo.

Mitsubishi Electric comercializo en 1997 su modulo semiconductor de potencia inteligente DIPIPM con una
estructura de molde de transferencia, que incorporaba elementos de conmutacion y circuitos integrados de
control para accionamiento y proteccion. En 2010, la empresa introdujo los primeros moddulos
semiconductores de potencia de SiC del mundo con el aire acondicionado doméstico “Kirigamine”. En 2015,
Mitsubishi Electric lanzo la serie SLIMDIP de mddulos que incorporan RC-IGBT, aproximadamente un 30 %
mas pequefios que el Super mini DIPIPM Ver.6 existente, para electrodomésticos mds pequefios y
energéticamente mas eficientes. En 2016, la empresa presentd su Full SiC Super mini DIPIPM para lograr un

mayor ahorro energético en los aparatos de aire acondicionado domésticos.

Nota: La tecnologia de ensamblaje y accionamiento en paralelo incorporada en el Hybrid SiC SLIMDIP se desarrollé en
colaboracion con el Programa para desarrollar y promover la comercializacion de tecnologias de conservacion de energia
para lograr una sociedad descarbonizada, un proyecto subsidiado por la Organizacion para el Desarrollo de Nuevas
Energias y Tecnologia Industrial (NEDO) de Japon.

Sitio web
www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/powerdevices/

“DIPIPM” y “SLIMDIP” son marcas comerciales de Mitsubishi Electric Corporation.

Hi#

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation

Con maés de 100 afios de experiencia en el suministro de productos fiables y de alta calidad, Mitsubishi Electric
Corporation (TOKIO: 6503) es un lider mundial reconocido en la fabricacion, comercializacion y venta de
equipos eléctricos y electronicos utilizados en el procesamiento de la informacién y las comunicaciones, en el
desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, en los aparatos electronicos de consumo, en la tecnologia
industrial, en la energia, en el transporte y en los equipos de construccion. A través del espiritu "Changes for
the Better", Mitsubishi Electric se esfuerza por enriquecer la sociedad con tecnologia. La empresa registro
unos ingresos por valor de 5.257.900 millones de yenes (unos 34.800 mil millones de doélares
estadounidenses*) en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2024. Si desea obtener mas informacion,
visite www.MitsubishiElectric.com

*Las cantidades en dolares estadounidenses se han convertido a partir de yenes a un tipo de cambio de 151

yenes = 1 dolar estadounidense, el tipo de cambio aproximado del mercado de divisas de Tokio a 31 de marzo
de 2024
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